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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mitdem Verdrahtungsteil 

® Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektro- 
denabschnirt (4), der mit einer an einer Oberflache eines 
Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch 
verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der 
mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elek- 
trode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungs- 
abschnin (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenab- 
schnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) ver- 
bindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elek- 
trodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) 
sind aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) aus- 
gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) 
nicht groSer ais die Halfte der Dicke des ersten Elektro- 
denabschnins (4) oder des zweiten Elektrodenabschnins 
(5) ausgefuhrt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch or 

• reicht werden. indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur 
, elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden 

• (9) mit den AuGenelektroden der Halbleitervorrichtung 
nicht groBer als die Halfte der erforderlichen Dicke des 
Leiterrahmenmaterials ausgefuhrt wird. 
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Bcschrcibunc 

Die Eriindunii bcirilTi cin Verdrahiungsieii zur Verwcn- 
dung hci eincr Halhiciicrvorrichlung und cincn Ijcilcrrah- 
nicn mil deni Vcrdrahiungstcil. 

In leizicr Zcii isi ini Zusammcnhang nu'i dcr hohcrcn In- 
icgraiion und dcr hohcrcn Dichtc von Halblciicrvorrichiun- 
gen die Anzahl dcr Eingabe-/Ausgabcanschlussc von Halb- 
Iciicrcleinenicn angesiiegen und die Untencilungsbreiie der 
Anschlussc cngcr geworden. 

Die CiroBc und die Unicncilungsbreiie von Halblciterele- 
menielektroden. die an den Oberfiachen von einc Halbleiier- 
vorrichiung bildenden Halbleiicrclemenien vorgesehen 
sine, unicrschcidcn sich von denen dcr AuBenclckirodcn, 
die bcispiclswcisc auf der auBcrcn Oberflache der UaJblci- 
lervornchiung vorgesehen sind. Dcshalb isi zur elekirischcn 
Verbindung der Halbleiierelcmcnielekiroden und dcr Au- 
GcnclckLrodcn dcr IlaJblciicrvorrichiung cin Vcrdrahiungs- 
tcil erfordcrlich. 

Als Verdrahiungsieii isi ein Leiierrahnien oder eine ge- 
druckie Leiierplaue verwendei worden. Die Verdrahiung 
mil eincm Leiierrahnien kann als cine Einschichi verdrah- 
iung zur Verbindung ersier Elekirodenabschniitc. die mil 
den auf den Oberfiachen der HaJbleiierelemenie vorgesche- 
nen HaJbleiiercieinenielekiroden iibcr Meulldrahic oder 
dergleichen elckiriseh verbunden sind, mil zwciien Elekiro- 
denabschniiien definien werden. bci denen es sich u:n die 
AuGenclekiroden dcr Halblcuervorrichiung handeli. Dem- 
gegenuber kann die Verdrahiung mil eincr Lciierplatic als 
einc Mchrschichi verdrahiung zur elekirischcn Verbindung 
der ersien Elekirodenabschnitie. die mil den Halblekcrele- 
memelekirodcn uber Meiaildrahie Oder dergleichen elek- 
trisch verbunden sind. mil den zwciien ElekLrodenabsclmii- 
icn. bei denen cs sich urn die AuGenclekiroden der Halblci- 
iervorrichiung handeli. unier Verwendung von auf den 
Oberfiachen von zumindesi zwei Schichien einer doppelsei- 
ugen Plane oder eincr Mehrschichiplaue vorgesehenen lei- 
lendcn Vcrdrahiungcn und auGerdem eincs Durchgangs- 
lochs definien werden. das die bei den unierschiedlichcn 
Schichien ausgebildeicn leiicnden Vcrdrahiungen eickirisch 
vcrbindcu 

Fig. 22 zeigi cine Schniuansichi einer Halbleiiervorrich- 
iung. bei der eine beispielsweise in der japanischen Oficnle- 
gungsschrin 79 652/1 982 often banc n herkdmmliche Leiier- 
piaue angcwcndei isi. In dicser Darsiellung bczeichnei die 
Bezugszahi 8 ein Halbleiierelemeni, 9 eine an der Oberfla- 
che des Halbleiierelemenis ausgebildeie Halbleiierelcmer.i- 
elekirode. 10 cine gedruckic Leiierplaue, an deren Oberfla- 
che das Halbleiicrelcmeni 8 angebrachi isi. 11 eine an der 
Oberflache dcr gedruckien Leiterplaue 10 ausgebildeie lei- 
lende Verdrahiung. 12 einen Meialldrahi, 13 ein Durch- 
gangsloch. 14 einen an der ruck wan ig en Oberflache der ge- 
druckien Leiierplaue 10 ausgebildeicn AuGenanschluG und 
15 ein VerguGharz. Bei der mil Harz vcrgossenen HaJbleiier- 
vorrichiung, bei der das HaJbieiicrelemeni 8 an der gedruck- 
icn Leiierplaue 10 angebrachi isi und mil dem VerguGharz 
15 vcrgosscn bzw. abgedichtei isu isi die an der Oberflache 
des Halbieiierelemenis 8 ausgebildeie Halbieiiereleineni- 
elekirode 9 iiberden Meialldrahi 12 mil einern Ende der an 
dcr obcren Oberflache der gedruckien Leiterplaue 10 vorge- 
sehenen ieiiendcn Verdrahiung 11 elektnsch verbunden. wo- 
bei das einc Ende in dcr Nahe des Halblciier=lcmenis 8 an- 
geordnei isi. Das andere Ende der leuenden Verdrahiung 11 
isi iibcr das Durchgangsloch 13 mil dem an dcr ruckwUni- 
gen Obcrfiiichc dcr gedruckien Leiierplaue 10 ausgebildeicn 
AuBcnanschluE 14 verbunden. 

Fig. 23 zeigi cine Schniuansichi einer HaJblciiervorrich- 
lung, bei der eine in der japanischen Oflcnlcgungsschrifi 



34 794 A 1 

2 

258 048/1988 olTenbanc arnica* herkommliche Leiierplaue 
angcwendei isi. Bei der Darsiellung bczeichnei die Bezugs- 
zahi 8 ein Halblciicrelcnicnu 9 einc an tier Oberflache dent 
Halblciierelcincnis ausgebildeie Halhiciicroleincniclckirode 
5 und 16 eine gedruckic Mchrschichi-Lciierplaiie dar. an de- 
ren Oberflache das Halbleiicrelcmeni 8 angebrachi isi. Die 
Bezugszahi 11 bczeichnei cine an der Oberflache der ue- 
druckien Mehrschichi-Leiierplaite 16 ausgebildeie Iciicnde 
Verdrahiung, 17 eine in den inneren Schichien der gedruck- 
10 icn Mehrschichl-Leiierplaiic 16 ausgebildeie inierne Ver- 
drahiung. 18 ein Blindloch zur eiekirischen Verbindung al- 
Icr Schichien ccr gedruckien Mehrschichi-Leiierplaiic" 16. 
14 einen an der ruckwanigen Oberflache dcr gedruckien 
Mehrschichi-Leiierplaiie 16 ausgebildeicn cxicmcn An- 
15 schluG, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mil eincm 
Vcrdrahiungsmusier zur eiekirischen Verbindung der Halh- 
leiierelemeniclekirode 9 mil der an der Oberflache der ge- 
druckien Mchrschichi-Lcjicrplatic 16 ausgebildeicn iciicn- 
den Verdrahtung 11 und 15 ein VerguGharz dar. Bei dcr mil 
20 Harz vergossenen Halbleitervorrichmng. bei der das Halb- 
leiierelemeni 8 an der gedruckien Mehrschichi-Leiierplaiie 
16 angebrachi isi und mil dem VerguGharz 15 vergossen isu 
sind die Halblekerelementeiekirode 9 und die an der Ober- 
flache der gedruckien Mehrschichi-Leiierplaiie 16 ausgebil- 
25 deie leiiende Verdrahiung U miieinandcr mill els des TAB- 
Bands 19 elektnsch verbunden. AuGerdem isi die leiiende 
Verdrahiung 11 uber das Blindloch 18 und dcr iniemen Ver- 
drahiung 17 mil dem an der ruckwanigen Oberflache der ge- 
druckien Mehrschichi-Leiierplaiie 16 ausgebildeien AuGen- 
30 anschluB 14 verbunden. Bei der in der japanischen OfTcnJc- 
gungsschrift 258 048/1988 oft enbanen Halblciiervorrich- 
iung kann ein Halbleiierelemeni mil mehr Anschliissen als 
das in der japanischen OrTenlecungsschrift 79 652/1982 of- 
lenbarte Halbleiierelemeni 8 angebrachi werden, da bei dic- 
« ser das gedrjckte Mehrschichi-Leiierplaiie 16 mil der inier- 
nen Verdrahiung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB- 
Band 19 angewandi wird. 

Wenn als Verdrahiungsieii zur eiekirischen Verbindung 
der Eiekiroden an den Oberfiachen der Halbleiierelememe 
40 mil den AuGcnelekirodcn der Halbleiiervorrichiung eine 
Leiierplaue vcrwendei wird. wird einc Kupfcrlblic mil eincr 
Dicke von 25 yin bis 75 fim bei den Verdrahiungsieilen ver- 
wendei, wodurch ermoglichi wird. eine Verdrahiuncsunier- 
leilungsbreiie von 50 um bis 150 urn auszubilden. Zusaiz- 
45 u'ch sind die AuGcnelekiroden einer Halbleiiervorrichiung 
mil einem groGen Verdrahtungsabstand aufgrund dcr Aus- 
bildung eines Loianschlusses (eine Loiwdlbung) oder der- 
gleichen an der Oberflache ausgebildet, die der Oberflache 
gegeniibcrliegcnd angeordnci isu an der die Halbleiierelc- 
50 menie angebrachi sind, damii die GroGe Halbleiiervorrich- 
rung verringen werden kann. 

Fig, 24 zeigi eine Schniuansichi einer Halbleiiervorrich- 
iung. die einen herkommlichen Leiterrahmcn anwendei. Bci 
dieser Darsiellung bezeichnei die Bezugszahi 8 ein Halblei- 
55 icrelemeni. 9 eine an der Oberflache des Haibleiierelemenis 
ausgebildeie Halbleiierclemcnielekuode, 20 an Bcfesii- 
gungsplauchen, an den das Halbleiierelemeni angebrachi 
isi. 21 ein Befesiigungsharz bzw. einen Kleber. der das 
Halbleiierelemeni an das Befesiigungsplauchen 20 klebi. 4 
60 einen ersien Elekirodcnabschniu des Leiierrahmens. 5 einen 
zweiien Eleku-odenabschnii: 5 des Leiierrahmens, 12 einen 
diinnen Meialldrahi zur elekL-ischen Verbindung der Halb- 
leiierelememeiekirode 9 mil dem ersien Elekirodenabschnui 
4. 15 ein die Halbieiicrclcnicme abdichiendes VerguGharz, 
65 22 cine cxicmc Schahune und 23 cine an dcr cxtcmcn 
SchaJiung ausgebildeie Eiekirodc. die an den zwciien Elek- 
irodcnabschniu 5 durch Loizinn 25 oder dergleichen geloici 
isi. 
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Fig. 25 zeigt ein Sennit lansichi eines Lriicrrahmcns zur 
Beschrcibung dcs Hcrstcllungsvcrfahrcns dcs Lciicrrah- 
mens durch cincn herkotnmlichcn Atzvorgang. Bci dieser 
Darsiellung he7jeichnei die BczugsTahl 1 cine leiiendc Me- 
tallplaiic icin leiierrahmen material) mil cincr Dickc von 
■25 bis 2(X)um und 3 einc Aizmaskc mil einem vorbe- 
siimmien Music:, wobei dasselbc Musicr auf bciden Obcr- 
Hachen der Iciienden Mciallplauc 1 ausgebiidei sind. Die 
Bezugszahl 2 bc/.cichnei cinen Vcrdrahiungsabschniu dcs 
Leiierrahmens. der durch Atzen dcr Iciiendcn Mciallplauc 1 
von beiden Oberflachcn erzeugi vvird, damii ein nichi von 
der Aizmaske bedeckier Abschniu durchdrungen wird. Da 
dcr herkommlichc Leiierrahmen auf dicse Wcisc bergesicllt 
wird. wenn die leiiende Meiallplatie 1 mil einer Dickc von 
125 um bis 200 um verwendet wird, muB der Absiand zwi- 
schen benachbanen Verdrahiungsabschniiicn 2 ciwa so groB 
wic die Dicke der Iciiendcn Mciallplauc 1 scin. AuBcrdcm 
lag zur Gcwahrlcisiung dcs Aizvorgangs die minimalc Un- 
icneilungsbreiie (piich) dcs Leiierrahmens in einem Bereich 
von 210 urn bis 250 urn. was eiwa doppeli so groB wic die 
Dicke dcr leiiendcn Meiallplatie 1 isL 

Zur Verkleinerung der Unieneilungsbreiie des hcrkomm- 
lichen Leiierrahmens sind bei Definition des mil einer Halb- 
leiterelernenielektrode durch Drahibonden verbundenen 
Abschnius dcs Leiierrahmens ais ein erster Elektrodenab- 
schnin und des an eine externe Schaiiung geloteien Ab- 
schnitu als ein zweiier ElekirodenabschniLt Verf ahrcn zur 
Vcrringcrung der Dicke dcs ersten Elekirodcnabschniiis 
durch Atzen und darauflbigendes Vcrkleinem des Verdrah- 
lungsabstands in den japanischen Offenlegungsschrifien 
45 967/1990 una 335 804/1995 offenban. Fig. 26 zeigi den 
Vorgang zur Hersieliung dcs Leiierrahmens. die in der japa- 
nischen Offenlegungsschrifi 335 804/1995 offenban ist. Bci 
dieser Darsiellung stcllt die Bezugszahl 1 ein leitende Me- 
lallplaue. bei der es sich um ein Leiierrahinenmaierial han- 
delL 3a und 3b Aizmasken und 4 den ersicn Elcktrodcnab- 
schnin 4 dar. Die an einer Oberfiache der leiiendcn Mei all- 
pi aite 1 ausgebildeie Atzmaske 3b wcist eine Offnung zur 
Ausbildung des ersicn ElektrodcnabschniiLs 4 auf. wobci die 
an der anderen Oberfiache der leiiendcn Meiallplatie 1 aus- 
gebildeie Atzmaske 3b cine Offnung zuni Atzen dcr anderen 
Oberfiache aufwcisu uni dicse vollsiiindig eben aus zubil- 
den. Die Bezugszahl 23 sielli eine Aussparung. die, urn 
diesc eben auszubilden. durch die Atzmaske 3a geatzt 
wurde, und 24 cine Atzwiderstandsschichi dar. Zunachst 
werden die Aizmasken 3a und 3b an den Oberflachcn der 
leiiendcn Meiallplatte 1 ausgebiidei (Fig. 26(a)). wobei der 
Atzvorgang an beiden Oberflachen gesianei wird und zeii- 
weilig ausgesetzi wird. wenn die Tiefc der Aussparung 23 
zwei Dritiel der Dicke der leiiendcn Metallplatie 1 errcicht 
(Fig. 26(b)). Die Aizwiderstandsschicht 24 isi an der Seitc 
der leiicnden Meiallplatte 1 mil dcr Aussparung 23 ausge- 
bildet, wodurch vcrhinden wird. daB der Atzvorgang wciier 
voranschreitei (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an 
der Seiie der Iciienden Meiallplatte 1 mil der Offnung zur 
Ausbildung dcs ersicn Elektiodcnabschnitts 4 fongesctzi. 
bis das Atzcn die Atzwiderstandsschichi 24 zur Ausbildung 
des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreichi (Fig. 26(d)). 
SchlieBlich werden die Atzwiderstandsschichi 24 und die 
Aizmasken 3a und 3b enifernu wodurch der Leiierrahmen 
fertiggcstelh wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigi einc Schniuan- 
sichi dcs auf diese Weise ausgcbildcien Leiierrahmens. 
Wenn die Dickc T der leiiendcn Mciallplauc 1 150 um De- 
tract, wird die Dicke 72 des ersicn Elekirodcnabschniiis 4 
dcs Lcitcrs 50 um, was cine Vcrklcincrung dcr Lciicruntcr- 
leilungsbreiie ermoglichi. Die Bezugszahl sielli einen zw-ci- 

len Elekirodenabschniil dar. bei dem cs sich um die AuBcn- 
clekirode der Halblcitcrvorrichtung handelu und 20 ein Be- 



fcsiigungsplatichcn. an das cin Ilalbieiiercicmcni ange- 
brachi isi. 

In den japanischen OfferJeyungsschriher. 21 6 524/1 9ST 
und 232305/ 1094 sind Vcrfanrcn zur Vemngerung .icr 
5 Dickc dcs Lciicrs durch Ausbildung dc: Aizmasken 3 ah- 
wcchselr.d auf beiden Oberflachen der Iciiendcn Mciall- 
plauc I. bci dcr cs sich um Leiierrahmen material handcli 
und zur Vcrklcinerung dcr Leiicruntcncilungsbrciic durch 
Vorschcn dcs Lciicrs auf bciden Seiien. wie in Fig. 28 gc- 
io yaeigl. Jedocn wcisi ein dcranig diinncr auseefiihncr Lciicr 
den Nachicil auf. daB. da gcatzie Oberflachen abwechsclnc 
frcilicgen. falls dicse als Eiekirod:- zur Verbindung miticls 
Drahtbondcn mil dein Halbleitcreiemeni verwendei wird. 
sich das nahiformige JJondemiuel zwischen der geaizicn re- 
us hen Oberfiache und dem Halblciierclemcni abldsi. 

Wie vorsiehcnd beschrieben kann bei Verwendung cincr 
Mehrschichi-Leiterplatte als VerdrahLungsicil eine grbBerc 
Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlusscn cincs Halblci- 
tcTele:nents(Halbleiierelemeniclckiroden) und cincr klcincr 
20 Untertcilungsbrciie hinsichtlich der GroBc verwirklichi wer- 
den. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blind- 
loch, die in umerschiedlichen Schichien ausgebildeie unter- 
schiedlichc Vcrdrahtungen verbinden. einen Bohrvorgang. 
Folglich triu das Problem auf, daB die Kosien der Halbiei- 
25 lervurrichiung durch die Beschadigung des Bohrens. die 
Reinigung der gcbohrten Oberfiiichen. den Schuu der Lci- 
lerplatic vor Schneidcol fur das Bohrcn und vor Bohrspanen 
und dcrgleichcn erhoht werden. 

Demgegcnuber ist bei der Verwendung eines Leitcrrah- 
30 mens als Vcrdrahiungsieil einc Tcchnik vorgcschlagen wor- 
den, die die Leiicruniencilungsbreiic verkleincrt. jedoch isi 
fur die AuBenelckirodcn dcr Halbleiicrvorrichiung keine 
Technik vorgcschlagen. Deshalb isi ein Verdrahtungsab- 
stand, der derselbe oder groScr wie der herkommlichc isi. 
35 zwischen den ersicn Elektrodenabschniuen mil klciner Un- 
ieneilungsbreiie und den zweiien Elektrodenabschniuen 
(AuBeneJekiroccni mil der.groBen Unieneilungsbreiie er- 
forderlich. Zusatzlich uin das Problem auf. daB eine eroBc 
Unieneilungsbreiie und ein groBer Bereich zur Ausbildung 
40 cines Loianschlusses oder dergleichen crl'ordcriich isi. wes- 
halb es folgiich unmcglich isi. einc vciklcincrie Halbleiicr- 
vorrichiung zu crhalien. 

Dahcr licgi der Ernndung die Aufg3be zugrunde. diese 
Problemc zu loscn und einen Aul'bau zur Verkleinerung dcs 
45 Vcrdrahtungsabsiands. die bishcr nur durch Vcrwendung ei- 
ner Mehrschichi-Leiierplaue vcru-irklichi wurde. durch Vcr- 
wendung eines Leiierrahmens und Verdrahtungsteils zu vcr- 
wirklichen. durch den der Leiierrahmen aufgebaui isi. Dabci 
soil ein Vcrdrahiungsieil. das einc groBcre Anzahl und eine 
50 kicinere Unieneilungsbreiie der Stine der Eingangs-/Aus- 
gangsanschliissc eines Halbleiterelemenis erreichen sowie 
die Verkieinerung und Kosienverringerung der Halblciter- 
vorrichiung erreichen kann. sowic einen Leiierrahmen mil 
einem deranigen Vcrdrahiungsieil geschaffen werden. 
55 Diese Aufgaoc wird durch die in den beigefugten Paicm- 
anspriichcn dargelegien MaBnahinen gclosi. 

ErfindungsgcniaB wird ein Vcrdrahiungsieil gcschaffcri, 
das durch einer. ersien Elekirodenabschniti. dcr mil einer an 
einer Oberfiache cincs Halbleiterelemenis ausgebildeien 
60 Elektrode elektrisch verbunden is:, cinen zweiten Elcku-o- 
denabschnitl. der mil einer an einer exicmcn Schaiiung aus- 
gebildeien Elekirodc elckiriscn verbunden isi, und einen 
Vcrdrahiungsabschniu gekcnnzcichnci isi. der den ersicn 
Elektrodenabschniu mil dem zweucn Elckuodcr.abschnir. 
65 vcrbindct. wobci dcr crsic Elcku-odcnabschniiu dcr z^z'nc 
Elckuodcnabsehniu end dcr Vcrdrarnungsabschnii: aus ei- 
nem plaucnformigen Iciienden Korpcr ausgebiidei sind und 
die Dicke des Verdramungsabschnuis nichi dickc: als halb 
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so dick wie dcr ersie Elekirodenabschnin odcr der zwciie 
Elekirodcnabschnitt ausgcfuhn isi. 

Dcr Verdrahtungsabschniu kann an ciner Obcrfiiichc dcs 
plaiicnfonuigcn leiicndcn Korpcrs vorgcschen scin. 

AuLterdem konncn die Verdrahiungsabschniue vcrsireui 
an beiden Obernkchcn dcs plauenformigen leitenden Kdr- 
pcrs angcordnci scin. 

Die Dicke dcs ersien Elckirodcnabschnins und die Dicke 
des zweiicn Elekirodenabschni us konncn dieselbc wie die 
dcs plauenformigen leiicndcn Korpcrs scin. 

Weitcrhin kann die Dickc cniwcder des ersten Elektro- 
denabschnitts oder des zwciten Elekirodenabschnius dic- 
sclbe wie die des plauenformigen Korpcrs scin. wobci die 
Dickc dcs anderen nichi mchr als die Kalfic dcr des plauen- 
formigen leiicndcn Korpcrs bcuagen kann. 

Daruberrunaus kann der ersie Elektrodcnabschniu oder 
der zweite Elekirodenabschnin, deren Dicke nichi mchr als 
die Hallic dcs plaucniormigen leiicndcn Korpcrs bciragu 
gcprcB: werden. uin deren Oberflachcn eben auszutuhren. 

Erfindungsgemafc wird auBerdem cin Vcrdrahtungsieil 
geschaffen. das durch einen ersien Elekirodcnabschniiu dcr 
mit einer an ciner Oberflache cines Halbleiiereleniems aus- 
gebildeten Elekirode elekirisch verbunden isi. einen zweiten 
Elekirodenabschnin, der mil einer an einer exiernen Schal- 
lung ausgebildeten Elekirode elekirisch verbunden isL einen 
Verdrahtungsabschniu. dcr den ersten EiekLrodcnabschniti 
mil dem zweiien Elekirodenabschnin verbindeL und einen 
Verbindungsabschnin gekennzeichnet isi. dcr bei einem Teil 
des Verdrahiungsabschnitts zur Verbindung dcs Verdrah- 
tungsabschnius ausgebildet isi, wobei dcr crsie Elekiroden- 30 
abschniiL der zweiie Elekiroden abschnitL der Verdrah- 
rungsabschnin und der Verbindungsabschniu aus einem 
plauenformigen leiicndcn Korper ausgebildet sind und je- 
wcils die Dicke des ersien Elekirodenabschnius. dcs zwei- 
ten Elekirodenabschnius und des Verdrahiungsabschnitts 'tt 
nichi crofter als die Hallie dcr Dicke dcs Verbindungsab- 
schnitis ausgefuhn jst. 

Dcr Verbindungsabschniu kann ein Abschniii scin. bei 
dent dcr Verdrahtungsabschniu und entwederdcr ersie Elek- 
irodenabschnin odcr dcr zwciic ElekirodenabschnilL der «»o 
breitei als dci Vcrdrahiungsabschniu isu sich gegenscitig 
iiberlappen. 

Autierdern konnen die Verbindungsabschniue. die eniwe- 
der den ersien Elekirodenabschnin oder den zweiicn Elek- 
irodenabschnin aufwciscn und an benachbaricn Vcrdrah- 
tungsabschniiicn ausgebildet sind. derart angeordnei wer- 
den. daB sie nichi nebeneinander ausgerichiet sind. 

Der Verdrahiungsabschniukann aus dem plauenformigen 
leiicndcn Korpcr durch Aizcn ausgebildet werden. 

Zumindesi eine Oberflache des ersien Elekirodenab- 
schnitis oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht 
dem Aizvorgang unterzogen worden sein. 

Dcr Leiicrrahmen gcmaB dcr Erfindung isi mil einer Vicl- 
zahl von Verdrahtungsieilen versehen. 

Die Erfindung wird nachsiehend anhand von Ausiun- 
rungsbeispielcn untcr Bczugnahme auf die bciiicgendc 
Zcichnung nahcr beschricben. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schniuansicht eines Leiterrahmens gemaB ei- 
nem ersien Ausfiihrungsbei spiel. 

Fig. 2 eine Draufsichi des Lei terra hi nens gemaB dem er- 
sien Ausfuhrungsbeispicl, 

Fig. 3 cine Schniuansicht dcs Leiterrahmens gemaS dem 
ersten Ausfuhrunssbeispiei. 

Fig. 4 eine Schniuansicht dcs Lciicrrahmcns semaG dem 
ersten Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. 5 eine Schniuansicni eines Leitcrs des Leiterrahmens 
gemaB dem ersien Ausfuhrungsbeispicl. 

Fir. 6 eine Schniuansichi dcs Lciicrs dcs Leiicrrahmens 
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gemaB dem ersien Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. 7 cine Schniuansichi cincs Lciicrs eines Leiterrah- 
mens gemaB einem zweiicn Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. K eine Schnittansich: des Toilers dcs Ix-Micrrahtncns 
gemaB dem zweiicn Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. 9 eine Schniuansicht cincs Lciicrs eines Lciicrrah- 
mcns gcmaG einem driuen Ausfuhrungsbcispiel. 

Fig. 10 eine Schniuansichi des Leiiers des Leiicrrahmens 
gcmaB dem drincn Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. 11 eine Schniuansicht eines Leiiers eines Leiterrah- 
mens gemaf. einem vierten Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. 12 eine Seiienansichi dcs Leiiers dcs Leiicrrahmens 
gcnia'B dem vicnen Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. 13 eine Draufsichi eines Leiiers eines leiierrahmens 
gemaB einem fiinnen Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. 34 eine Seiienansichi dcs Lciicrs des Leiicrrahmens 
gemaB dem funficn Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. 15 cine Draufsichi dcs Lciicrs dcs Leiicrrahmens gc- 
maB dem fiinfien AusfUhrungsbeispiel. 

Fig. 16 eine sciibche Schniuansicht cincs Leiierrdhmcns 
gemaB einem sechsien Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. 17 eine Ansichi eines Leiiers des Leiterrahmens ge- 
maB dem sechsien Ausfuhrungsbcispiel. 

Fig. 18 eine Ansichi des Leiiers des Leiierrahmens gemaB 
dem sechsien Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. 1 0 eine Draufsichi eines Leiterrahmens gemaB einem 
siebien Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. 20 cine Schniuansicht dcs Leiierrahmens gemaB dem 
siebien Ausfuhrungsbcispiel, 

Fig. 21 eine perspekuvischc Ansichi cines zweiien Elck- 
irodenabschnitis des Leiierrahmens gemaB dem siebien 
Ausfuhrungsbcispiel der Erfindung, 

Fig. 22 cine Schniuansicht einer mit Harz vergossenen 
Halbleiiervorrichtung. bei der ein Halbleiterelcmeni an ei- 
ner herkommlichen gcdruckien Lciierplaiie angebracht isu 

Fig. 23 eine Schniuansichi einer anderen mil Harz ver- 
gossenen Halbleiiervorrichtung, bei der ein Halbleiiercle- 
meni an ciner herkommlichen cedrucktcn Leiierplaue ange- 
brachi isi. 

Fig. 24 eine Schniuansicht einer mil Harz vergossenen 
Halbleiicrvorrichiung. bei dcr ein herkommlicher Leiicrrah- 
men aneewendci ist. 

Fig. 25 cine Schniuansichi fines herkommlichen Leiicr- 
rahmens, 

Fig. 26 eine Schniuansicht. die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkormnJichen Leiterrahmens darsielk. 

Fig. 27 eine Schniuansicht cincs anderen herkommlichen 
Leiierrahmens und 

Fig. 28 cine Schniuansichi die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommlichen Leiierrahmens darstelli. 

Ersies Ausfuhrungsbcispiel 

Nachs:ehend isi ein Leiicrrahmen gcmaB dem ersien Aus- 
fuhrungsbcispiel unicr Bczug auf die Zcichnung beschne- 
ben. 

Fig. 1 zeigi eine Schniuansichi. die den Aufbau dcs Lei- 
ierrahmens gemaB dieser Erfindung darsielh. wobei Fig. 2 
cine schemaiischc Draufsichi des Leiierrahmens zeigi. Bei 
diesen Darstelliingen bezcichnei die Bezugszahl 1 eine lei- 
lende Meialipiauc (ein Leiierrah men material), 2 einen Ver- 
drahtungsabschniu des Leiicrrahmens. 4 einen ersien Elek- 
irodcn abschniii 4, der clckmscn uber einen dunnen Metall- 
drahi Oder dcrgicichen mil erne: an dcr Oberflache des Halb- 
leiiereleniems 8 ausgcbildcicn Elekirode 9 elekirisch ver- 
bunden isL 5 einen zweiicn Eiekirodcnabschniu 5, bei dem 
es sicn urn eine mil einen exiernen AnschluB 14 elekirisch 
verbundene AuBcnelekirode dcr Halbleiiervorrichtung han- 
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dclu die aus eincin IjoianschluB hcrgcsiclli isi. 15 cin Ver- 
guGharz. 20 cin Bcfcsiigungsplauchen. an da* das Halbiei- 
icrclemeni X angebrachi isi. 101 cine Fiihrungssiange und 
102 einen Ijciicrrahnicn. 

Fj«. 3 zeigi cine Schniuansichi. die den Hcrsicllungsvcr- 
gang des Lciicnahmens gemaB dew Ausluhrungsbcispiei 
darsiclll. Bei dicser Darsicllung bczcichnei die Bezugszahl 
3 Aizmasken. T die Dickc dcr Iciiendcn Mciailplaiie 1, Tl 
die von dcr Oberflachc (ruckwaaigen Obcrflache) der Ici- 
iendcn Meiallplaue 1 geatzte Dickc. an dcr die Verdrah- 
ujngsabschniue 2 nichi ausgcbildci sind. T2 die Dicke dcr 
Verdrahtungsabschniue. die durch Aizen dunner ausgefuhn 
werden. Ml cin Maskicrungsmusicr der Aizmaskc 3 zur 
Ausbildung der Vcrdrahiungsabschniuc 2 und M2 einc OlT- 
nung dcr Aizmaskc 3 zur Ausbildung des Absiands zwi- 
schen den Verdrahiungsabschniuen 2. Das Bczugszcichen 
Wl bezeichnet die Breiie eines durch das Maskierungsmu- 
stcr Ml ausgcbildcicn inittlcrcn Abschniiis des Vcrdrah- 
tungsabschnius 2 in derRichtung dcr Dickc. wobci lediglich 



Elekirodcnabschniii 5 ausgefuhn. 

Fi£. 5 zcigi den Fall, bei dem die Vcrbindungsoberfiachcn 
(AnschluRoberllachcn) 4a und 5a des crsicn Eickirodcnab- 
schnius 4 und rics 7.wciicn V.lckirodenabschnius 5 an rienscl- 
ben Sciicn dcr leiienden Mciallpiauc 1 ausgcbildci sind. *o- 
hingegen Ffc. 6 den Fall zcigi. bei dem die Vcrbindungs- 
oberflachcn 4a und 4b an umcrschicdlichcn Sciicn dcr ;ci- 
lenden Mctallplatic 1 angeordnei sinrt. Da beioc Seiien des 
crsicn Elekirodenabschmtis 4 und des zweiien Elekuodcn- 
abschnitis 5 nichi geaizie cbene Oberflachcn dcr Iciiendcn 
Mciallpiauc 1 sine, wird kein Problem bcim Boncen vcrur- 
sacht Deshaib konnen die Verbindungsobcrflachen des cr- 
sien Elekirodenabschnius 4 und des zweiien Elekirodcnan- 
schnitLs 5 wie gewunscht ausgewahh werden. 

Bei dem Leiierrahmen gemafi diesem Ausfuhrungsnei- 
spiel wird ein Atzen von beiden Seiien dcr leiienden Mciail- 
plaiie 1 durchgefuhn. wodurch die Vcrdrahiungsabschniuc 
2 nichi dicker als die Halfic dcr Dickc dcr Iciiendcn Mciall- 
piauc 1 ausgefuhn werden. Folglich kann das Atzen urier 



aufgrund der geatzten Seiten die Dickc kleiner als das Mas- 20 den Bcdingungen durchgefuhn werden. dafi der Absiand 



kierungsmuster Ml isL Das Bezugszeichen W2 bezeichnei 
den Absiand zwischen den durch Atzen ausgebildeien \fer- 
drahtungsabschniuen 2, wobei der Absiand lediglich auf- 
grund dcr geatzten Seiien groBer als die Offnung M2 isi. Die 
Bezugzeichen A und B bezeichnen Alzgrcnzflachen, die die 15 
Mustergrenzfiachen an den durch Atzen von der unteren 
Oberflache des Vcrdrahtungsabschni us 2. das heiRi von den 
von der riickwartigen Oberflache der leitenden Meiallplaue 
1 ausgebildeien Oberflachcn sind. Der Leiierrahmen wird 



W2 zischen den Verdrahiungsabschniuen 2 odcr der Ab- 
stand V/3 zwischen den Verdrahiungsabschmiien 2a und 2b 
derselbc wie die Dicke T2 dcr Verdrantungsabschniuc 2. 2a 
und 2b isi. Folglich kann. selbsi wenn die Leiierunier.ci- 
lungsbreite doppell so dick ausgefuhn wird. wie die Dickc 
T2 nonnalcrwcise isu diese kleiner als die Dickie T dcr iei- 
tenden Meiallplaue 1 sein. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen die zwciicn 
Elekirodenabschnilie 5 an dcr innenscitc dcr ersien Elckiro- 



durch Ausbildung dcr Aizmasken 3 mil eincm vorbesiimm- 30 denabschniue 4. das hciGi an der Ruckseiic des an dem Be- 

fesiigungsplauchen 20 angebrachien Halbleiterelemenis X 
angeordnei werden. Folglich kann cine verklcinene Halb.ci- 
icrvorrichiung erh alien werden. 

AuBerdem kann der Vbrgang unicr den Bedingungcn 
is durchgefuhn werden. dafc der Absiand zwischen den Ver- 
drahiungsabschniuen 2 e:wa genauso groG isi wie die^Dickc 
T2 der Vcrdrahiungsabschniuc 2. indeni die Dickc 72 dcr 
Vcrdrahiungsabschniuc 2 diinner ausgefuhn wird. Deshaib 
kann die Leiterunierieilungsbreiic verkiirzi werden. wobei 
40 einc Feinverdrahiung moglich wird. Zusaiziich kann. wenn 
die Vcrdrahiungsabschniuc 2a der crsicn Sciic der leiienden 
Meiallplaue 1 und die Verdrahtungsabschniue 2b der z\*ei- 
icn Seiic der leiienden Meiallplaue 1 ahwechselnd angeord- 
nei werden. der Absiand \V3 zwischen benachbanen an un- 



ten Musicr an beiden Obeniachen der leiienden Meiallplaue 
1 erhalten. wobei das Atzen an beiden Obcrflachen gleich- 
zeitig gestanei wird, das Aizen ausgesetzi wird. wenn die 
leiiende Meiallplaue 1 leilwcisc durchdruneen ist und die 
vorbes limn Hen Atzendcn A und b erhalien werden. und 
schlieBlich die Atzraasken 3 entferni werden. Dabei wird die 
Atzucfe Tl von der ruckwanigen Oberflache groBer aJs die 
Halne der Dicke T der leiienden Meiallplaue 1 und die 
Dicke T2 der Verdrahiungsabschniuc 2 kleiner als die Halfic 
dcr Dicke T der leiienden Meiallplaue I. 

GcmaB Fig. 3 sind die Verdrahiungsabschniuc 2 lediglicli 
an einer Seiie der leiienden MetaUplatte 1 vorgesehen. jc- 
doch konnen wic in Fig. 4 gezeigi die Verdrahiungsab- 
schnitie 2a und die Verdrahtungsabschniue 2 jewcils ab- 



wechselnc auf der ersien und der zweiien Seiie der leiienden 45 icrschiedlichen Seiien dcr leiienden Meiallplaue 1 ausgebii- 



Metallplaue 1 vorgesehen werden. wodurch wciicr die Lci- 
lerunieneilungsbreiie verringen wird. GeniaG dieser Dar- 
sicllung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahiungsab- 
schniuc fur die crsic Sciic dcr leiienden Mciallpiauc 1. 2b 
Verdrahiungsabschniuc fur die zweile Seiie der leiienden 
Meiallplaue 1. M3 einc Offnung for die Aizmasken 3 zur 
Ausbildung des Absiands zwischen den Verdrahiungsab- 
schniuen 2a odcr zwischen den Verdrahiungsabschniuen 2b. 
die an unierschiedlichen Seiien der leiienden Mciallpiauc 1 
ausgebildet sind. 

Fig. 5 und 6 zeigen Schninansichien eines Leiters des 
Leiierrahmens gcmaS diescm Ausfuhrungsbcispicl. Da 
beide Oberfiachen des ersien Elektroden abschniiis 4 und des 
zweiien Elekirodcnabschnius 5 mil den Aizmasken 3 wah- 
rend des Aizvorgangs bedecki sind. wcisen sowohl der ersie 
Elekurodenabschnin 4 als auch dcr zweiic Elekirodenab- 
schniti 5 cieselbe Dicke wic die leiiende Meialiplaiie 1 auf. 
Obwohl einc SeiLe des den ersien Elekirodenabschniu 4 mi! 
dem zweiien Elekirodcnabscrmui 5 verbindenden Veroran- 
lungsabschnius 2 mil dcr Aizmaskc 3 wahrend des Aizvor- 
gangs bedecki isi. wird das Aizen von dcr anderen Seiie 
durchgefuhn. Desh.alb wird dcr Vcrdrahiungsabschniu 2 
diinner als der crstc Eiekirodenabschr.iu 4 und de: zweile 
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deien Vcrdrahi ungsabschniuen 2a und 2b kleiner als der Ab- 
siand W2 der Verdrahtungsabschniue 2 ausgefuhn werden. 
wobci folglich die Leiicnjn;enei!ungsbrciie wciier vcrklci- 
ncri werden kann. AuBerdeni konnen die Vcrbindungsober- 
fiachcn dcr ersien Elektrodcnabschnmc 4 und dcr zwciicn 
Elekirodenahschniue 5 dzrnr\ wie gewunschi besiinur.1 wer- 
den. daB die Flexibility de: Anordnunp der Halbleiserele- 
nicnielekirodcn und dcr AuGcnclekiroden der Kalblciicrvor- 
richiung erhbhi wird. 

Zwciies Ausluhrungsbcispiei 

GemaG dem ersien Ausluhrungsbcispiei weisen die ersien 
Elekirodenabschniue 4 und die zweiien Elekirodenah- 
schniue 5 dieselbc Dickc wie die leiiende Mciallpiauc 1 auf. 
Jcdoch kann wic in Fiy. 7 und 8 gczeig: der Absiand zwi- 
schen den zweiien Elekirodcnabschniiien 5 in dcrseiben 
Weise wie die Vcrdrahiungsabschniuc 2 durch cine dunncrc 
Ausfchrungdcr zweue EiekLrodcnabschmiic 5 mulcts Ai7.cn 
von c.ncr Sciic bei dem Aizvorgar.g vcrkicincri werden. 

GemaG Fig. 7 isi die VercinduncsoDcrflachc 5a des zwei- 
ien Eickirodcnabschnuis 5 an dcr Sciic vorgesehen. die 
nichi gcaui wird. Jcdoch kann wie in Fifz. S gezeigi. wenr. es 
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crfbrdcrlich isi. die Verbindungsoberflachc 5a des zwciicn 
Elcktrodenabschnius 5 an dcr geaizien Seilc vor/uschen. die 
Verbindungsoberflachc durch Anwcnden cines Prcsscns an 
dem zwciicn Flekirndcnahschniti 5 eben ausgefuhn werden. 
washcrkominlich ausgefuhn wurdc. uni cin Lei icrcnde eben 
auszufuhren.ohne das ein Problem bciiri Bondcn vcrursachi 
wird. Jcdoch wird. falls der zweitc Eiekirodcnabschniu 5 
durch Pressen dunncr ausgefuhn wird. wenn der zweitc 
Elekirodenabschniu 5 eine Dicke Tl. eine Lciterbrcite Wl 
und eine VcrringerungsgroBc AT2 aufweist. AT2 gleich £ 
T2. wobei die erhohtc Leiterbreitc gleich v x (AT2/T2) x 
(W!) wird. was anzeigi. daB der Leitcrabstand ledigiich auf- 
grund der erhohten Leiterbreiie kleiner wird. Dcshalb sollte 
der PreBvorgang. uni den zweiien Eiekirodcnabschniu 5 
diinner auszufuhrcr.. nur soweit durchgefuhn werden. uni 
die roh geatzte Oberfiaehe eben auszufuhren. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann der Absiand 
zwischen den zwciicn Elckirodcnabschniucn 5 klcincr aus- 
gefuhn werden. indem der zweiic Elekirodenabschniu 5 
diinner ausgefuhn wird. Folglich kann eine verkleinene 
Halbleiiervorrichiung erhalten werden. 

Drincs Ausfuhrungsbeispiel 

GemaB dem zwciicn Ausfuhrungsbeispiel sind die zwci- 
icn Elekirodenabschnittc 5 dunncr ausgefuhn. Jedoch kann 
der Abstand zwischen den ersien Elektrodenabschniuen 4 
kleiner ausgefuhn werden. indem die ersien Elektrodenab- 
schniue 4 wie die Verdrahiungsabschniue 2 durch Atzen 
von einer Seiie bci dem Aizvorgang dunncr ausgefuhn wer- 
den. 

GemaB Fig. 9 isi die Verbindungsoberflachc 4a des ersien 
Elektrodenabschnitis 4 an der Seiie vorgesehen. die nichi 
geatzt wurdc. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezcigi. wenn cs 
erfordcrlich isi, die Verbindungsoberflachc 4a des ersien 
Elektrodenabschnius 4 an der geaizicn Seiie vorzusehen. die 
Verbindungsoberflachc durch einen PreBvorgang in dersel- 
ben Wcisc wic gemaB dem zweiien Ausfuhrungsbeispiel 
eben ausgefuhn werden. ohnc daB ein Problem beim Bon- 
den verursachi wird. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann dcr Abstand 
zwischen den Elektrodcn kleiner ausgefuhn werden. indem 
die ersien Elekirodenabschniue 4 diinner ausgefuhn wer- 
den. Folglich kann gemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel dem 
Wunsch nach einer groBen Anzahl von Siificn (Anschlus- 
sen. Elektroden) und einer kurzeren Unteneilungsbrciie bei 
dem Halbleiierelemeni enisprochen werden. 

Viencs Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 1 1 und 12 zeigen eine Draufsichr und eine Seiienan- 
sichi cines Leiiers des Leitcrrahmen gemaB dem viencn 
Ausfuhrungsbeispiel. GemaB diesen Darsiellungcn bczeicn- 
ncn die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahiungsabschniue. 
die durch Atzen von einer Seiie bei Ausbildung des Leitcr- 
rahmen? diinner ausgefiihn worden sind. Dabci bezcichnet 
die Bczugszahl 2a cincn an dcr ersien Scile der leiiendcn 
Mciailplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt und 2b 
einen an der zweiien Seite der leitenden Metallplaue 1 aus- 
gebildeien Verdrahiungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 bc- 
zeichnei einen erstcn Elektrodcnabschniti und 5 einen zwei- 
ien Elekirodenabschniu. wobei bcidc diinner ausgefuhn 
sine. Die Bezugszahl 6 bezeichnei einen V'crbmduncsab- 
schnitt zwischen dem Verdrahiungsabschniu 2a an der er- 
stcn Sciic und ccm Verdrahiungsabschnitt 2b an dcr zwciicn 
Sciic. der bei Ausbildung des Leiicrrahmens nichi geaizi 
wird. da beide Seitcn mil Atzrnasken bedecki sind. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel werden die Ab- 
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schniuc aufter dem Vcrbindungsabschnilt 6 des Leiiers 
durch Aizcn von cincr Seiie dunncr ausgefuhn, was cine 
Fcinvcrdrahiung emioglichi. Wic in Fig. 12 ge/.cigt crmog- 
lichi die Vcrwcndung des Verbindungsahschnins 6 ein An- 
5 ordnen des ersien Elckirodenabschnins 4 und des Verdrah- 
Lungsabschnius 2a an dcr ersien Seite der leiicnden Metall- 
plaue 1 sowie cin Anordncn des zweiien Elektrodenab- 
schniits 5 und des Verdrahtungsabschnins 2b an dcr zwciicn 
Seiie dcr leiiendcn Mciallplaiie 1. wodurch cine drcidimcn- 
10 sional vencitte Anordnung crreich: wird. Folglich kann eine 
Verdrahiung mil einer hoheren Dichie verwirklicht und eine 
verkleinene Halblcitcrvcrrichiung crreich! werden. 

Fiinucs Ausfuhrungsbeispiel 

15 

GcmaB dem viencn Ausfuhrungsbeispiel sind der ersie 
Eiekirodcnabschniu 4, der zweitc Elekirodenabschniu 5 und 
die Verdrahiungsabschniuc 2a und 2b in cincr Gcradcn an- 
geordnei. Jedoch konnen wie in Fig. 13 bis 15 gezeigl die er- 
20 sien Eiekirodcnabschniu 4 und die zwciicn Elekirodenab- 
schniu 5 an jeder bcliebigen Position durch Anordnen der 
die ersien Elekirodenabschniue 4 und die zweiten Elekiro- 
denabschniu 5 verbindenden Verdrahiungsabschniue 2a und 
2b derarL daB sich die Richtung dcr Verdrahiungsabschniue 
25 2a und 2b in dcr Miuc urn einen rcchicn Winkcl anden. 
Folglich karn die Flexibility der Anordnung der Halbleiicr- 
elementclektroden und dcr AuBenelekiroden der Halbleiicr- 
vorrichtung erhohi werden. was eine weiiere Vcrklcinerung 
der Halbleiiervorrichtung ermoglicht. 
30 Fig. 13 und \ 4 zeigen eine Draufsichi und eine Seiienan- 
sichi eines Leiiers. der anwendbar isu wenn der erste Eiek- 
irodcnabschniu 4, dcr zwciie Elekirodenabschniu 5 und die 
Verdrahiungsabschniue 2a und 2b nicht gcradliuig verlau- 
fen. Fig. lS zeigi eine perspekuvische Ansichi eines Leiiers. 
der anwendbar isi. wenn es eriorderlich isi, die Verdrah- 
iungsabschniue 2a und 2b mil eincm rechien Winkel anzu- 
ordnen. 

GcmaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen der crsic 
Eiekirodcnabschniu 4 und dcr zwciie Elekirodenabschniu 5 
40 deran in jeder bcliebigen Lagc angecrdnct werden. daB die 
Flcxibiliiat dcr Anordnung dcr Halbleiicrclementelekiroden 
und der AuKenclekiroden der Halbleiiervorrichtung erhoht 
wird. was eine weiiere Vcrkieinemng der Halbleiiervorrich- 
iung emioglich:. 

AS 

Scchstes Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 16 zcigi cine Schnitiansich; cines Leiierrahmens ge- 
maB dem scchsten Ausfuhrungsbeispiel. wobei Fig. 17 und 
50 IS eine Draufsichi und eine Seiienansichi eines Leiiers des 
in Fig. 16 cezcigien Leiicrrahmens darstellen. Da die Be- 
zugszahlen bci diesen Darsiellungen dicsclben Bauelemenie 
wie die gcmaB Fig. 1 bezcichnen. entfallt dcren Beschrci- 
bung. 

55 Wenn der erste Elekirodenabschniu 4 und der zweitc 
Elekirodenabschniu 5 wic in Fig. 16 gczeigi nahe aneinan- 
dc: licgen. kann zur Verdrahiung cin wic in Fig. 17 und 18 
gezcieier U-formiger Leiter verwendei werden. wodurch 
eine verkleinene Halbleiiervorrichtung erhalten wird. 

GO 

Siebies Ausfuhrungsbeispiel 

Fip. 19 zeisi cine Draul'sicht ernes Lcucrrahmcns gcmaB 
dem sicbter. Ausfuhrungsbeispiel. wobei Fig. 20 cine cni- 
65 larg dcr Linic C-C genornmcne Schr.itisnsicht und Fift. 20 
eine perspekuvische Ansichi des zweiien Elcktrodenab- 
schnius 5 zeigen. Die Verdrahiungsabschniue 2 sind an dcr 
zweiien Seiie des Leiierrahmcnrr.aierials und die zweiien 
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Klckirodenahschniiic 5 an dcsscn crsicr Sei:c ausgcbildci. 
Bci dcm Abschnitu an dcin cin Vcrcrahtungsabschniu 2 und 
cin zwciicr Eiektrodenabschniu 5 sich uberlappen. isi an dcr 
crsicn Sci;c riurch Ar/cn ein Krcis gcmusicrt. dcr die tVwiii 
dcs y.wcitcn Elckirodcnabschnitis 5 isu wohingegcn dcr Vcr- 5 
drahtungsabschniu b/.w. das Verdrahtungsmusicr an dcr 
zwciien Seiic durch Atzen ausgcbildci isi. Flinsichilich dcr 
andcrcn Punkic ist dcr Aufbau gciniil3 dicseni Ausfuhrungs- 
bcispiel wic gcmiiB dem vicncn Ausfiihrungsbeispiel. wobci 
gcmaG dicscm Ausfiihrungsbcispicl cin Fall dargcsielit isu 10 
bci dcm dcr zweiic Elckirodcnabschniu 5 an dcm in Fig. 1 1 
gczcigicn Verbindungsabschniu 6 ausgcbildci isi. 

GcmaB dicseni Ausfiihrungsbcispicl sind die Verdrah- 
lungsabschniuc 2 und die zwciien Elekirodenabschniue 5, 
die brciier als die Verdrahiungsabschniue 2 sind. an voncin- is 
andcr unierschicdlichcn Seiien ausgcbildeu wobei zumin- 
dest ein Verdrahiungsabschniu 2 zwischen benachbartcn 
zwciien Elckirodcnabschniitcn 5 ausgcbildci isu damit die 
brciicn zweiien Elekirodenabschniue 5 nichi ncbeneinandcr 
in cincr Reihc ausgebildei sind. Folglich besiehi keinc Not- 20 
wendigkeiu den Abstand zwischen den Verdrahlungsab- 
schniiien 2 zur Ausbildung der zweiten Elekirodenab- 
schniue 5 zu verbreitenu was eine Verdrahiung inii einer ho- 
heren Dichie und eine verkleinene Halbleiiervorhchiung er- 
reichi. 25 

Achtes Ausfuhrungsbeispiel 

GemaB dein siebien Ausfuhrungsbeispiel sind die zweilcn 
Elekirodenabschniue 5 und die Verdrahiungsabschniue 2 30 
uberlappt. Jcdoch konnen die Halbleiierclcmcnielekirodcn 
eine kleiner Unieneilungsbrciie aufweisen. indem dieersien 
Elekirodenabschniue 4 und die Verdrahiungsabschniue 2 an 
unicrschiedlichen Seiien ausgebildei werden und ein Ver- 
drahiung sabschniu 2 zwischen benachbanen ersien Elekiro- M 
denabschniuen 4 deran angeordnci wird, daB die ersien 
Elekirodenabschniue 4 nichi in einer Linic seillich angeord- 
nei sind. 

Wic vorsiehcnd beschrieben kann gemafi den Ausfuh- 
rungsbeispielen eine Fein verdrahiung erreichi werden. in- •«) 
dem die Dickc dcs Lcitcrs als Vcrcrahtungsteil zur elekiri- 
schen Verbindung dcr Halbleitcrclerneniclekiroden mil den 
AuGenelektrodcn der Halbleitervorrichiung nichi dicker als 
die Halnedercrlbrderlichen Dicke desLeiierrahmenmateri- 
als ausgefuhn wird. AuBerdem kann durch Verwendung ei- is 
nes Leiicrrahmcns, der die an beiden Seiien des Leiierrah- 
mcnmaicrials angeordneien Vcrdrabtungs- und Elekiroden- 
abschniue autweist, ein Halbleiierelerneni mil einer gr6Bc- 
rcn Anzahl von Slifien und einer kleincrcn Unicneilungs- 
breite erreicht werden. Zusaizlich kann durch Anordnung 50 
der AuBenelekiroden an der riickwanigen Seiie der Halblei- 
icrelemenie eine kleiner Halblciiervorrichiung mil niedrige- 
rcn Kosien erreichi werden. 

Wie dcr vorsiehcnd 3eschrcibung zu entnehmen isu wird 
ein Verdrahiungsieil mil eincm ersten Elekirodenabschniu 55 
4. der mil einer an einer Oberflache eines Halblciierelemcnus 
8 ausgcbildcicn Elcku*odc clekirisch verbunden ist. eincm 
zweiien Elekirodcnabsehnitt 5. dcr mil einer an einer exter- 
nen Schaltung ausgebildeien Elekirode clekirisch verbun- 
den isu und eincm Verdrahiungsabschniu 2 geschaffen, der 60 
den ersie Elckirodcnabschniu 4 mil dem zweiien Elektro- 
denabschniu 5. Dcr erstc- Elekirodenabschniu 4, dcr zweite 
Elekirodenabschmu 5 und der Verdrahiungsabschniu 2 sind 
' aus einem plaiienfcmtigcn leiicnden Korper 1 ausgcbildci. 
wobci die Dickc dcs Verdrahiung sabschnius 2 nichi groftcr 65 
als die Haific dcr Dicke des crsicn Elekirodcnabschnitis 4 
ode: des zweiien Elektrodenabschnitts 5 ausgefuhn isi. Eine 
Feinverdrahiung kann dadurch erreichi werden, indem der 



Lciier als Verdrahiungsieil zur eickirischcn Verbindung dcr 
Halhleitcrelcnienielckiroden 9 mil den AuGcnclckiroricn dcr 
Halbleitervorrichiung nicht groBcr als die Tlalftc dcr crl'oi- 
de-lichcn Dickc dcs Teiierrahnicnmaierials au^gefiihn wird 

Patent anspruchc 

1. Verdrahiungsieil. "ckcnnzcichnct durch 
cinen ersien Elekirodcnabsehnitt (4). dcr mil einer an 
einer Oberflache eines Halbleiierelcmcnis (K) ausgcbil- 
dcicn Elekirode (9) elckirisch verbunden isu cincn 
zweilcn Elckirodcnabschniu (5'u der mil cincr an cincr 
externen Schaltung ausgcbildeten Elekirode clekirisch 
verbunden isu und cinen Verdrahiungsabschniu i'2udcr 
den ersien- Elckirodcnabschniu (4) mil dcm zwciien 
Elcktrodenabschnui (5) vcrbindcu 
wobei der erste Eleku*odenabschnitt (4). dcr zweite 
Elckirodcnabschniu (5) und dcr Verdrahiungsabschnii: 
(2) aus einem plattcmonnigcn lcitcndcn Korper tT) 
ausgebildei sind und die Dicke des Verdrahiung sab- 
schnitis (2) nichi dicker als halb so dick wie der ersic 
Elekirodenabschniu (4) oder der zweiie Elckirodcnab- 
schniu (5) ausgefuhn isu 

2. Verdrahiungsieil nach Anspruch 1 . dadurch gekenn- 
zeichneu da6 der Verdrahiungsabschniu (2) an einer 
Oberflache des plauenformigen leiicnden Korpers (1) 
vorgeschen isu 

3. Verdrahiungsieil nach Anspruch 3. dadurch gekenn- 
zcichneu daB die Verdrahiungsabschniue (2) vcrsireut 
an beiden Obcrflachen dcs pi alien fomiigcn leiicnden 
Korpers (1) angeordnct sind. 

4. Verdrahiungsieil nach einem der Anspruche 1. da- 
durch gekennzeichneu da6 die Dicke des ersten Elek- 
irodcnabschnitis (4) und die Dicke des zweiien Elek- 
irodenabschnins (5) dieselbe wie die des plauenformi- 
gen leitenden Korpers (I) sind. 

5. Verdrahiungsieil nach einem der Anspriichc 1 bis 3. 
dadurch gckennzcichnei, daB die Dickc emweder dcs 
ersten Eicktrodenabschnius (4) oder des zweiten Elck- 
irodenabschnius (5) dieselbe wie die des plauenformi- 
gen Korpers (1) isu wobci die Dickc des andcrcn nichi 
mehr als die Halite dcr dcs plauenformigen leiicnden 
Korpers (1) beiragu 

6. Verdrahiungsieil nach Anspruch 5. dadurch gekenn- 
zeichneu daB der crsie Elekirodenabschniu (4) oder dcr 
zweiie Elckirodcnabschniu (5). deren Dickc nichi mehr 
als die Halfte des plauenformigen leitenden Korpers 

(1) betragu geprcBi wird. urn derer Obcrflachen eben 
auszufuhrcn. 

7. Verdrahiungsieil. eekennzeichnet durch 
einen ersten Elekirodenabschniu (4). der mil einer an 
einer Oberflache eines Halblciierelemenis f8) ausgebil- 
detcn Elekirode (9.) elektrisch verbunden isu eincn 
zweiten Elekirodenabschniu i"5), dcr mit einer an einer 
exiemen Schaliung ausgebildeien Elektrode clekirisch 
verbunden isu cinen Verdrahtungsabschniti (2). der den 
ersten Elekirodenabschniu (4) mit dcm zweiien Elek- 
irodenabschniu (5) verbindet, und cincn Verbindungs- 
abschniu (6), der bci einem Teii des Verdrahtungsab- 
schnius (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnius 

(2) ausgebildei isu 

wobei dcr crste Elekirodenabschniu (4U dcr zweiic 
Elekirodenabschniu :5>. der Verdrahiungsabschniu i2» 
und dcr Verbindungsabschniu ('<>■ aus eincm plauenibr- 
migen leiicnden Korper (1^ ausgcbildci sind und jc- 
weils die Dicke dcs ersien Elcku-odcnahschnius <4;. 
des zw-eiien Elekircder.abschnni!; t'5i und dcs Verdrjh- 
lungsabschnius (2) nichi groGcr als die Hal fie dcr 
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Dickc dcs Vcrbindungsabschnius (6) ausgcfuhn isi. 

8. Verdrahiungsieii nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnei. daB dcr Verbindungsabschniti (6) cin Ab- 
schniii isi. bci dem dcr Verdrahiungsahschnin CI) unri 
emweder dcr crsic Elekirodenabschniu (4) odcr dcr 5 
zweiic Elekirodenabschniu (5), dcr brciicr als dcr Vcr- 
drahtungsahschniu (2) isL sich gegcnsciug iiberlappcn. 

9. Verdrahiungsieii nach Anspruch 8. dadurch gekenn- 
zcichncL daB die Vcrbindungsabschniuc (6). die cniwc- 
dcr den crsicn Elekirodenabschniu (4) odcr den zwei- 10 
ten Elekirodenabschniu (5) aufweisen und an benacb- 
bancn Vcrdrahtungsabschniuen (2) ausgebildei sind. 
deran angcordnei sind. daB sic nichi nebencinandcr 
ausgerichici sind. 

10. Verdrahiungsieii nach einem der Anspruche von 1 15 
bis 9. dadurch gekennzeichnci, daB der Verdrahtungs- 
abschniu (2) ausdem plane niomiigen leitenden Korpcr 

(1) durch Atzcn ausgebiidef ist. 

11. Verdrahiungsieii nach einem der Anspriiche 1 bis 
10. dadurch gekennzeichnei. daB zumindesi eine Ober- 20 
flachc des crsten Elekirodcnabschnitts (4) odcr dcs 
zweiien Elekirodenabschnitts (5) nicht dem Aizvor- 
gang unierzogen worden ist, 

12. Lei lerrahinen. gekennzeichnei durch 

cine Vielzahl von Verdrahuingsidlen. wobei das Ver- 25 
drahtungsicil eincn ersten Elekirodenabschnin (4). der 
niii eincr an cincr Oberflache eines Halbleiierelenicnts 
(8) ausgebildei en Elekirode (9 ) elekirisch vcrbunden 
isL einen zweiien Elekirodenabschniu (5), der mil einer 
an einer exiernen Schaltung ausgebildeien Elekirode 30 
elekirisch verbunden isu und einen Verdrahiungsab- 
schniti (2) aufweisL dcr den ersien Elekirodenabschniu 
(4) mil dem zweiien Elekirodenabscliniti (5) verbindei. 
wobei der erste Elekirodenabschnin (4), dcr zweiie 
Elekirodenabschniu (5) und der Verdrahiungsabschniu V 

(2) aus einem plauentormigen leiienden Korpcr (1) 
ausgebildei sind und die Dicke des Verdrahiungsab- 
schnius (2) nichi dicker als halb so dick wic der ersie 
Elekirodenabschniu (4) odcr dcr /.weiic Elekirodenab- 
schniu (5) ausgcfuhn isi. *o 

13. Lciierrahnien. gekennzeichnei durch 

eine Vielzahl von Verdrahiungsieilen. wobei das Ver- 
drahiungsieii einen ersien Elekirodenabschniu (4), der 
mil einer an einer Oberflache eincs Halbleiierclemcnis 
(8) ausgebildeien Elekirode (9) elekirisch verbunden 45 
isu einen zweiten Elektrodenabschniti (5). der mil einer 
an einer exiernen Schaltung ausgebildeien Elekirode 
elekirisch verbunden isu eincn Vcrdrahtungsabschniu 
(2). der den ersien Elektrodenabschniti (4) mil dem 
zweiien Elekirodenabschniu (5) verbindei. und einen SO 
Verbindungsabschniu (6) aul'weisi, dcr bei einem Teil 
dcs Verdrahtungsabschnitis (2) zur Vcrbindung dcs 
Verdrahiungsabschnitis (2) ausgebildet isL 
wobei der ersie Elekirodenabschniu. (4). der zweiie 
Elektrodenabschniti (5), der Verdrahiungsabschniu (2) 55 
und der Verbindungsabschniti (6) aus einem plaucnfbr- 
migen leiienden Korpcr (1) ausgebildet sind und je- 
weils die Dicke des ersien Elekirode nabschnitu (4). 
des zweiien Elekirode nabschnius (5) und des Verdrah- 
tungsabschnitis (2) nichi groBer als die Maine der 60 
Dickc des Verhinduncsabschnius (6) ausgefuhn isi. 

Hicrzu 12 Seiicm) Zeichnungcn 
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